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【はじめに】ダイヤモンドは GaN や SiC と比べ、

優れた電力性能指数をもち、低消費電力で高効

率な次世代パワーデバイスとして期待されてい

る。YSZ/Si 基板[1]や MgO 基板[2]上のダイヤモ

ンドへテロエピタキシャル成長の報告があるが、

前回我々はサファイア基板上のヘテロエピタキ

シャルダイヤモンドの初期成長機構を報告した 

[3,4]。今回我々は、大口径化が可能なサファイア

基板を用いて最高品質のヘテロエピタキシャル

ダイヤモンドが得られたので報告する。 

【実験方法】本研究では(112̅0)面サファイア基板

上に Ir(001)バッファ層を堆積させ、その上にマ

イクロニードル技術を用いてヘテロエピタキシ

ャル成長させたダイヤモンド結晶 (Kenzan 

DiamondⓇ)の結晶性の評価をX線ロッキングカー

ブと、TEM 観察で行った。 

【結果と考察】図 1に示すようにダイヤモンド膜

の X 線ロッキングカーブ対称反射(004)では

113.4秒、 (311)の非対称反射では 234.0秒とこ

れまでで最も狭い半値幅が得られた。また、ダイ

ヤモンド(001)面の平面 TEM(図 2)観察から、貫

通転位密度は 1.4x107 cm-2となった。この値はこ

れまでで最も低い値である。また断面 TEM 観察

から貫通転位は主に刃状転位であることが分か

った。 

【結論】大口径化が可能なサファイア基板上で最

高品質のヘテロエピタキシャルダイヤモンドを

成長した。 
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Figure 1. X-ray rocking curves (004) and (311) of 

        heteroepitaxial diamond.  

Figure 2. Plan-view TEM image of (001) 

        heteroepitaxial diamond. 
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